2.1.1. Определить концентрацию электронов и дырок при темпера​туре 300 К: а) в собственном кремниевом полупроводнике; б) в кристалле кремния, содержащем 5(1017 атомов сурьмы в 1 см3. Энергия ионизации атомов сурьмы Ed = 0,01 эВ.

2.1.2. Подвижности электронов и дырок в монокристалле кремния при Т = 300 К соответственно равны 1400 и 500 см2/В(с. Найти коэффициенты диффузии электронов и дырок при этой температуре.

2.1.3. Обратный ток полупроводникового диода при 300 К равен 1 мкА. Определить сопротивление диода постоянному току и его дифференциальное сопротивление при Uпр = 150 мВ.

2.1.4. Вычислить, как изме​нится барьерная ёмкость варикапа с резким переходом при увеличении модуля напряжения смещения на 1 В, если извест​но, что при U = 5 В Сб = 20 пФ.
